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中波红外双通道带通滤光片的研制

王松林，米高园，张建付，杨崇民，刘青龙，王颖辉，韩　俊
（西安应用光学研究所，陕西 西安７１００６５）

摘　要：采用在单晶锗基底的两面分别设计中波红外带通滤光膜和中波红外负滤光膜的方法，
设计了一种光谱性能优良的中波红外双通道带通滤光片。以适当的工艺技术完成了膜层的制

备，并测试了实验样片的红外透射率光谱。结果显示，制备的中波红外双通道带通滤光片的通

带透过率以及截止带截止深度均良好。由实验结果分析可知，镀膜材料蒸发角的变化和各层

膜厚误差的累积，是导致实验片的测试光谱在截止带内出现两个较强的次峰，以及中间截止带

略微偏移的主要原因。
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１　引　言
光学薄膜滤光器件已广泛应用于光学仪器、光

纤通信、光学遥感、航空航天、气象、遥感、国防等领

域［１－３］。在机载、舰载、弹载、车载等各种作战武器

平台的红外探测装置上［４］，为了提高红外探测的信

噪比，常常使用红外带通滤光膜，以提高红外探测器

件识别目标的能力。在一些特殊的红外探测器设计

中，为了简化整机光学系统结构、减轻整机载荷，需

要用到一种特殊的滤光片，多通道带通滤光片就是

其中一种。多通道带通滤光片是具有两个或两个以

上的通带，与较宽的截止带组合，形成同时可传输多

个信号的滤光器件。相比于一般的单带通滤光片，

多通道滤光片可以传输更多的信息量［１］。本文设

计了一种可用于中波红外的双带通滤光膜，采用电



子束蒸发的方式制备出光学性能良好的滤光膜。

２　膜系设计
２１　材料选择

考虑到宽带通滤光片的膜系层数较多，所以选

用了折射率较高的锗作为高折射率材料，以降低膜

系的层数和膜系的总厚度，并选用与之应力匹配极

为优良的硫化锌作为低折射率材料。在红外薄膜材

料中，锗和硫化锌材料属于强度相对较高，吸收相对

较低的材料。

２２　双通道带通滤光片结构分解
对于中波红外波段的双通道带通滤光片，若采

用一般的膜系设计与优化方法，势必导致设计的膜

层层数过多，并且膜层厚度很厚，将会给薄膜制备工

艺带来很大的困难。为此，可以考虑将双通道带通

滤光膜分解为两面不同的膜系结构，正反面的膜系

进行组合能够获得所需的光谱指标。

这里采用的一种分解方法是，在单晶锗（Ｇｅ）基
底（折射率约４１）的一面镀制带通滤光膜；另一面
镀制负滤光片。负滤光片是指从一段光谱中除去某

一波带的滤光片，表现在光谱性能上，即是某一光谱

范围高反射、其余波段范围高透射的滤光膜［５－６］。

２３　膜系设计
对于中波红外带通滤光膜，可以参考文献［４］

中的设计方法，以一个长波通滤光膜和一个短波通

滤光膜进行组合。长波通膜系初始结构设为 Ｓｕｂ／
（０５ＨＬ０５Ｈ）１２，中心波长为 λ０＝２８００ｎｍ，入射角
度 为 ０°；短 波 通 膜 系 初 始 结 构 设 为 Ｓｕｂ／
（０５ＬＨ０５Ｌ）８，中心波长为 λ０＝５８００ｎｍ，入射角

度为０°。其中，Ｈ表示膜层厚度为 １
４λ０的锗（Ｇｅ）

薄膜材料（折射率约４１２），Ｌ表示膜层厚度为 １４λ０

的硫化锌（ＺｎＳ）薄膜材料（折射率约２２４），Ｓｕｂ表
示单晶Ｇｅ基底，指数表示膜堆周期数。

对长波通膜系的初始结构进行全局优化、针式

插值优化，得到如下膜系结构：

Ｓｕｂ ／１００４４Ｈ ０７６５４Ｌ ０７０７６Ｈ １０４８２Ｌ
１２４０７Ｈ ０９９３１Ｌ ０９２５３Ｈ ０９７３２Ｌ １０７４１Ｈ
１１８７６Ｌ １０４３６Ｈ ０９５０９Ｌ ０９３０８Ｈ ０９４６１Ｌ
０９４４１Ｈ ０３９７２Ｌ ０５９１０Ｈ ０９５９６Ｌ ０９１４０Ｈ
０８０２１Ｌ ０８２７６Ｈ ０９７１６Ｌ ０３４８２Ｈ ０５６８４Ｌ
１１０８４Ｈ１６７５７Ｌ／Ａｉｒ
其中，中心波长为λ０＝２８００ｎｍ，Ａｉｒ为入射介质（空
气）。设计的长波通滤光膜理论透过率光谱如图１

所示。

图１　长波通滤光膜透过率光谱

Ｆｉｇ１Ｌｏｎｇｗａｖｅｐａｓｓｓｐｅｃｔｒａｌｔｒａｎｓｍｉｔｔａｎｃｅｃｕｒｖｅ

对短波通膜系的初始结构进行全局优化、针式

插值优化，得到如下膜系结构：

Ｓｕｂ／０８１２３Ｈ １２１１１Ｌ １００８３Ｈ １０１９８Ｌ
１０６５８Ｈ ０９６８８Ｌ ０９８３７Ｈ １０５４９Ｌ ０９７２６Ｈ
０９６５３Ｌ １０４８６Ｈ １００４３Ｌ ０９４１９Ｈ １０５１９Ｌ
１０５６３Ｈ ０９０３５Ｌ ０９８９０Ｈ ０２２７２Ｌ ０１３０５Ｈ
００２５３Ｌ／Ａｉｒ
其中，中心波长为 λ０＝５８００ｎｍ，Ａｉｒ为入射介质
（空气）。设计的短波通滤光膜理论透射率光谱如

图２所示。

图２　短波通滤光膜透过率光谱

Ｆｉｇ２Ｓｈｏｒｔｗａｖｅｐａｓｓｓｐｅｃｔｒａｌｔｒａｎｓｍｉｔｔａｎｃｅｃｕｒｖｅ

将长波通与短波通膜系组合后，对整体膜系结

构进行全局优化，并采用针式插值法对膜系进行优

化，最终得到优化后的膜系结构为：

Ｓｕｂ／０９６４９Ｈ０６３６Ｌ０１８Ｈ１４８６Ｌ０６４４８Ｈ
０３５１８Ｌ １０７２８Ｈ １０６４Ｌ １０２２２Ｈ ００４３５Ｌ
１６１６２Ｈ ２０６３３Ｌ １０２３９Ｈ ０９０２４Ｌ ０５９４３Ｈ
０９５８２Ｌ ０９７７９Ｈ ２１６６Ｌ ０８７２６Ｈ ０５６４８Ｌ
０８５４５Ｈ １０３４５Ｌ １５４６Ｈ ０９３７８Ｌ ０６８６６Ｈ
０７９４４Ｌ １０２２９Ｈ １５７２２Ｌ ０９８３５Ｈ ０５０８７Ｌ
０６３３４Ｈ １７６５１Ｌ ０８２８６Ｈ ０３５９５Ｌ ０６４２７Ｈ
１７７１９Ｌ ０８１５Ｈ ０５４７９Ｌ ０５５０２Ｈ １６６３４Ｌ
１６３８２Ｈ０８３６５Ｌ０２１１７Ｈ／Ａｉｒ。

中心波长λ０ ＝３０００ｎｍ，膜层总厚度为１０８６９μｍ。

１４７激 光 与 红 外　Ｎｏ．６　２０１７　　　　　　王松林等　中波红外双通道带通滤光片的研制



Ｓ其中，Ｈ和 Ｌ分别表示光学厚度为 １
４λ０的 Ｇｅ和

ＺｎＳ薄膜材料，Ｓｕｂ表示单晶 Ｇｅ基底，Ａｉｒ为入射介
质（空气）。优化后的中波红外３７～４８μｍ带通
滤光片理论透过率光谱曲线如图３所示。

图３　中波红外３７～４８μｍ带通滤光膜透过率

Ｆｉｇ３Ｍｉｄｗａｖｅｉｎｆｒａｒｅｄ３７～４８μｍｂａｎｄｐａｓｓ

ｆｉｌｔｅｒｓｐｅｃｔｒａｌｔｒａｎｓｍｉｔｔａｎｃｅｃｕｒｖｅ

另一面镀负滤光膜，以 ＬＨ（Ｌ４Ｈ）１２Ｌ为初始
结构［７］，给定目标值，然后进行全局优化和针式插

值优化方法，得到如下膜系结构：

Ｓｕｂ ／１４８５Ｌ ２５４２５Ｈ １６０２２Ｌ １６４１９Ｈ
０２２８８Ｌ ０６９９１Ｈ １６４１４Ｌ １５５１７Ｈ １６５８１Ｌ
２１３８９Ｈ １７１７Ｌ １５６３４Ｈ ２６８４９Ｌ １８８０３Ｈ
１６７３７Ｌ １６７２３Ｈ １８８１９Ｌ １８４０３Ｈ １６７７６Ｌ
１６５４９Ｈ ０５３９２Ｌ ０３７２Ｈ １６８２３Ｌ １５９１９Ｈ
１８３１７Ｌ ２０９４９Ｈ １６１９３Ｌ １５２３８Ｈ １５６７０Ｌ
０５４５５Ｈ０５６２７Ｌ１５２９６Ｈ１５００９Ｌ２６０４６Ｈ／Ａｉｒ。

其中，Ｈ和 Ｌ分别表示光学厚度为 １
４λ０的 Ｇｅ和

ＺｎＳ薄膜材料，Ｓｕｂ表示单晶 Ｇｅ基底，Ａｉｒ为入射介
质空气，中心波长 λ０ ＝３０００ｎｍ，膜层总厚度为
１３５０５μｍ。优化后的负滤光膜理论透射光谱曲线
如图４所示。

图４　中波红外负滤光膜透过率

Ｆｉｇ４Ｍｉｄｗａｖｅｉｎｆｒａｒｅｄｎｅｇａｔｉｖｅｆｉｌｔｅｒｓｐｅｃｔｒａｌｔｒａｎｓｍｉｔｔａｎｃｅｃｕｒｖｅ

在Ｇｅ基底的两面分别设计以上两种膜层，最
终得到理论透过率光谱曲线如图５所示。

图５　中波红外双通道带通滤光膜透过率光谱

Ｆｉｇ５Ｍｉｄｗａｖｅｉｎｆｒａｒｅｄｄｕａｌｃｈａｎｎｅｌｆｉｌｔｅｒｓｐｅｃｔｒａｌｔｒａｎｓｍｉｔｔａｎｃｅｃｕｒｖｅ

由图５可以看出，设计的中波红外双通道带通
滤光膜光谱曲线良好，两个透过带３７～４０μｍ和
４５５～４８μｍ波段内，平均透过率分别为９８６５％
和９８１４％，通带内最小透过率为９６５％，透过率优
良；截止带２０～３６μｍ和４９～６０μｍ波段内，
平均透过率分别为０１８９％和００１４５％，最大透过
率 １１４％；４２～４４μｍ波段内，平均透过率
０７５０６％，最大透过率１２６５％，截止度良好。
３　膜层沉积工艺

膜层沉积方式、基底烘烤温度、薄膜沉积速率、

真空度、离子源辅助等工艺条件对光学薄膜的光谱

性能影响很大［８－９］，因此在制备整个膜系之前，首先

要对两种薄膜沉积工艺参数进行详细摸索，选取适

当的工艺参数，才能够制备出所需的膜层。

实验采用北京北仪 ＺＺＳＸ－８００型真空镀膜
机，以ＩＣ／５石英晶体膜厚控制仪监控膜层厚度，用
电子束加热蒸发的方式沉积 Ｇｅ和 ＺｎＳ薄膜材料，
其中 Ｇｅ薄膜材料的蒸发速率控制在 ０３～
０５ｎｍ／ｓ，ＺｎＳ薄膜材料的蒸发速率控制在２０～
３０ｎｍ／ｓ，基底烘烤温度设定为２２０℃，工件架旋
转速度为 ３５转／ｍｉｎ，镀膜时的真空室压强小于
２０×１０－３Ｐａ。

实验中，为了提高薄膜的附着力和膜层的耐

湿热等物理性能，在沉积膜层之前，首先采用霍尔

离子源对Ｇｅ基底进行活化轰击［１０］，然后再蒸发薄

膜材料。由于两个面的膜层厚度都比较厚，因此

在沉积 Ｇｅ薄膜材料时，需要特别注意 Ｇｅ薄膜材
料的沉积速率不宜过快，以免影响到薄膜表面的

粗糙度［１０］。

４　结果与分析
以上述工艺参数，在 Ｇｅ基底的一面镀负滤光

膜后，用 ＮｉｃｏｌｅｔＭＡＧＮＡ－ＩＲ７５０型红外光谱仪测
试透过率，测试结果如图６所示。
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图６　Ｇｅ基底上一面镀负滤光膜测试曲线

Ｆｉｇ６Ｎｅｇａｔｉｖｅｆｉｌｔｅｒｌａｙｅｒｓｄｅｐｏｓｉｔｅｄｏｎｏｎｅｓｉｄｅ

ｏｆＧｅｓｕｂｓｔｒａｔｅｓｐｅｃｔｒａｌｔｒａｎｓｍｉｔｔａｎｃｅｔｅｓｔｃｕｒｖｅ

测试结果显示，在４２～４４μｍ波段内，平均
透过率２６９％，最大透过率５３４％。负滤光片光谱
的截止带透射率及截止带宽度，主要是由（ａＬｂＨ）ｃ

决定的，包括膜堆周期数 ｃ、高低折射率差值（Ｈ－
Ｌ）以及系数（ａ和ｂ）等因素。

在Ｇｅ基底的另一面镀制带通滤光率膜，最后
的测试结果如图７所示。

图７　Ｇｅ基底上镀双通道带通滤光膜测试曲线

Ｆｉｇ７Ｍｉｄｗａｖｅｉｎｆｒａｒｅｄｄｕａｌｃｈａｎｎｅｌｐａｓｓｂａｎｄｆｉｌｔｅｒ

ｏｎＧｅｓｕｂｓｔｒａｔｅｓｐｅｃｔｒａｌｔｒａｎｓｍｉｔｔａｎｃｅｔｅｓｔｃｕｒｖｅ

从测试结果可以看出，在 ４２～４４μｍ波段
内，平均透过率 ２７％，最大透过率 ５４％。实验
样片测试光谱在透射带 ３７～４０μｍ和 ４５５～
４８μｍ范围内的平均透射率分别为 ９３６％和
９４３％，在４０μｍ附近有两个较强的干涉次峰，
透射率约８５６％。出现这两个干涉次峰的主要原
因有两方面，一是在沉积负滤光膜时，膜层总厚

度较大，膜层厚度控制误差引起光谱在 ４０μｍ
附近就有一个干涉次峰出现，如图 ６所示。负滤
光膜中第 ２２层 Ｇｅ，该层设计的物理厚度为
６７５８ｎｍ，采用石英晶体膜厚控制仪监控膜层厚
度时，相比于其他膜层，该层最薄，其膜厚相对误

差最大，对整个膜系光谱的影响，该层也是灵敏

度最大的膜层。而对于沉积膜层总厚度为

１３５０５μｍ的膜系，坩埚中的薄膜材料随着膜层

的沉积而下沉的较深，以至于坩埚中材料的蒸发

角发生变化，这也是引起膜厚控制的误差的一个

重要原因。二是在沉积另一面的３７～４８μｍ带
通滤光膜时，膜层厚度控制误差引起的干涉次峰。

截止带２０～３６μｍ、４９～６０μｍ范围内，截止度
良好，平均透射率０７６％；但在４９μｍ附近，透射
率约６３％。这是因为在沉积带通滤光膜时，膜层
层数较多（共４３层），各层膜厚度误差积累效果明
显，致使测试光谱出现较强的干涉次峰、波长偏移等

现象。

５　结　论
通过对中波红外双通道带通滤光膜光谱进行分

解，在 Ｇｅ基底的两面分别设计了中波红外 ３７～
４８μｍ带通滤光膜和中波红外负滤光膜，采用电子
束加热沉积的镀膜方式，在 ＺＺＳＸ－８００型真空镀膜
机上完成了膜层的制备，以ＩＣ／５石英膜厚晶体控制
仪监控膜层沉积厚度，用 ＮｉｃｏｌｅｔＭＡＧＮＡ－ＩＲ７５０
型红外光谱仪测试实验结果。实验结果显示，在透

射带的透过率以及截止带的截止深度良好。但由于

负滤光膜的膜层厚度较厚，加上中波红外 ３７～
４８μｍ带通滤光膜的膜层数较多，使得在膜层沉积
过程中，镀膜材料蒸发角的变化，以及各层膜厚误差

的累积，导致实验片的测试光谱在截止带内４０μｍ
附近出现两个较强的次峰，以及截止带波长的偏移，

出现４９μｍ附近的透射率较高。测试光谱的这些
缺陷，理论上可以通过文献［１１］中所提到的方法减
小膜厚监控误差，从而减小实测光谱与设计光谱之

间的偏差。

参考文献：

［１］　ＷＡＮＧＹｉｚｈｅ，ＺＨＡＮＧＦｅｎｇｓｈａｎ．Ａｎｅｗｋｉｎｄｏｆｔｈｉｎｆｉｌｍ

ｃｏｍｐｏｎｅｎｔＭｕｌｔｉｃｈａｎｎｅｌｂａｎｄｐａｓｓｆｉｌｔｅｒ［Ｊ］．Ｉｎｆｒａｒｅｄ，

２００３，（１）：１５－２０．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）

王懿?，张凤山．一种新的光学薄膜元件—多通道带

通滤光片［Ｊ］．红外，２００３：１５－２０．

［２］　ＣＨＥＮＦｅｎｇｊｉｎ，ＭＡＳｈｅｎｇｘｉ，ＳＵＸｉａｎｊｕｎ，ｅｔａｌ．Ｓｐｅｃｔｒａｌ

ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆＭＷＩＲｂａｎｄｐａｓｓｆｉｌｔｅｒｓａｔｃｒｙｏｇｅｎｉｃ

ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＡｐｐｌｉｅｄＯｐｔｉｃｓ，２０１５，３６

（４）：６３５－６３８．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）

陈凤金，马胜昔，苏现军，等．低温对中波红外带通滤

光片光谱特性的影响［Ｊ］．应用光学，２０１５，３６（４）：

６３５－６３８．

３４７激 光 与 红 外　Ｎｏ．６　２０１７　　　　　　王松林等　中波红外双通道带通滤光片的研制



［３］　ＨＥＺｈｉｙｕ，ＪＩＡＯＨｏｎｇｆｅｉ，ＣＨＥＮＧＸｉｎｂｉｎ，ｅｔａｌ．Ｄｅｓｉｇｎｏｆ

ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｅｍｕｌｔｉｃｈａｎｎｅｌｆｉｌｔｅｒｂａｓｅｄｏｎｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆ

ｐｈｏｔｏｎｉｃｂａｎｄｇａｐ［Ｊ］．ＡｃｔａＯｐｔｉｃａＳｉｎｉｃａ，２０１４，３４（２）：

０２３１００２．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）

贺敬芝，焦宏飞，程鑫彬，等．基于光子晶体带隙特性

的反射式多通道滤光片设计［Ｊ］．光学学报，２０１４，３４

（２）：０２３１００２．

［４］　ＺＨＡＮＧＪｉａｎｆｕ，ＹＡＮＧＣｈｏｎｇｍｉｎ，ＬＩＵＱｉｎｇｌｏｎｇ，ｅｔａｌ．

Ｓｔｕｄｙａｎｄｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｏｆｍｉｄｗａｖｅｉｎｆｒａｒｅｄ３～５ｕｍ

ｂｒｏａｄｂａｎｄｐａｓｓｆｉｌｔｅｒ［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＡｐｐｌｉｅｄＯｐｔｉｃｓ，

２０１３，３４（４）：６９５－６９９．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）

张建付，杨崇民，刘青龙，等．中波红外３～５ｕｍ宽带通

滤光片的研制［Ｊ］．应用光学，２０１３，３４（４）：６９５－６９９．

［５］　ＬＩＵＦｅｎｇｙｕ，ＷＵＸｉａｏｍｉｎｇ，ＺＨＡＮＧＹｕａｎｓｈｅｎｇ，ｅｔａｌ．

Ｆｉｌｍｃｏａｔｉｎｇｆｏｒｎａｒｒｏｗｂａｎｄｎｅｇａｔｉｖｅｆｉｌｔｅｒ［Ｊ］，Ｉｎｆｒａｒｅｄ

ａｎｄＬａｓｅｒＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，２００６，３５（Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ）：１８８－

１９０．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）

刘凤玉，吴晓鸣，张元生，等．窄带滤光片膜层的制备

［Ｊ］．红外与激光工程，２００６，３５（增刊）：１８８－１９０．

［６］　ＺＨＡＮＧＢａｉｓｅｎ，ＭＡＭｉａｎｊｕｎ，ＸＩＯＮＧＹｕｑｉｎｇ，ｅｔａｌ．Ｓｔｕｄ

ｙｏｆｄｅｓｌｇｎｉｎｇｍｉｎｕｓｆｉｌｔｅｒｓｍｅｔｈｏｄｂａｓｅｄｏｎｒｕｇａｔｅｔｈｅｏｒｙ

［Ｊ］．ＶａｃｕｕｍａｎｄＣｒｙｏｇｅｎｉｃｓ，２０１０，１６（４）：２１９－２２３．

（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）

张佰森，马勉军，熊玉卿，等．基于 Ｒｕｇａｔｅ理论的负滤

光片设计研究［Ｊ］．真空与低温，２０１０，１６（４）：

２１９－２２３．

［７］　ＴＡＮＧＪｉｎｆａ，ＧＵＰｅｉｆｕ，ＬＩＵＸｕ．Ｍｏｄｅｒｎｏｐｔｉｃａｌｔｈｉｎｆｉｌｍ

ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ［Ｍ］．Ｈａｎｇｚｈｏｕ：ＺｈｅｊｉａｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＰｒｅｓｓ，

２００６：１６１－１６７．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）

唐晋发，顾培夫，刘旭．现代光学薄膜技术［Ｍ］．杭州：

浙江大学出版社，２００６：１６１－１６７．

［８］　ＺＨＵＨｕａｘｉｎ，ＷＡＮＧＴｏｎｇｔｏｎｇ，ＧＡＯＪｉｎｓｏｎｇ，ｅｔａｌ．Ｓｔｕｄｙ

ｏｎｂｒｏａｄｐａｓｓｂａｎｄａｎｄｗｉｄｅｒｅｊｅｃｔｉｏｎｂａｎｄｏｆｂａｎｄｐａｓｓ

ｆｉｌｔｅｒｓ［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＳｙｎｔｈｅｔｉｃＣｒｙｓｔａｌｓ，２０１４，４３（５）：

１２９６－１３０１．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）

朱华新，王彤彤，高劲松，等．宽带通截止带通滤光片

研究［Ｊ］．人工晶体学报，２０１４，４３（５）：１２９６－１３０１．

［９］　ＺＨＡＯＨｕｉｃｏｎｇ．Ｅｖａｐｏｒａｔｉｏｎａｎｄｒｅｓｅａｒｃｈｏｎａｎｔｉｒａｄｉａ

ｔｉｏｎｏｆｂａｎｄｐａｓｓｆｉｌｔｅ［Ｄ］．Ｈａｒｂｉｎ：ＨａｒｂｉｎＩｎｓｔｉｔｕｔｅｏｆ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２０１４．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）

赵会聪．带通滤光片的镀制及抗辐照性能研究［Ｄ］．哈

尔滨：哈尔滨工业大学，２０１４．

［１０］ＣＨＥＮＣｈａｏｐｉｎｇ，ＳＨＩＪｉａｎｔａｏ，ＧＵＯＲｕｉ，ｅｔａｌ．Ｄｅｓｉｇｎａｎｄ

ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｏｆｍｉｄｉｎｆｒａｒｅｄｂａｎｄｐａｓｓｆｉｌｔｅｒ［Ｊ］．Ｊｏｕｒｎａｌｏｆ

ＡｐｐｌｉｅｄＯｐｔｉｃｓ，２０１２，３３（３）：５９５－５９８．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）

陈朝平，师建涛，郭芮，等．中红外带通滤光片的设计

与制备［Ｊ］．应用光学，２０１２，３３（３）：５９５－５９８．

［１１］ＺＨＡＮＧＬｉｃｈａｏ．Ａｃｃｕｒａｔｅｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎｏｆｔｏｏｌｉｎｇｆａｃｔｏｒｆｏｒ

ｑｕａｒｔｚｃｒｙｓｔａｌｃｏａｔｉｎｇｔｈｉｃｋｎｅｓｓｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇｔｅｃｈｎｉｑｕｅ［Ｊ］．

ＯＭＥＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ，２０１０，２７（１１）：５６－６０．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）

张立超．晶振膜厚监控技术中 ＴｏｏｌｉｎｇＦａｃｔｏｒ的精确标

定［Ｊ］．光机电信息，２０１０，２７（１１）：５６－６０．

４４７ 激 光 与 红 外　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第４７卷


